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１．概要（Summary） 

FET バイオセンサの実用化に向け，生体分子の検出

における高感度化が求められている。そこで，FET 界面

構築過程の“成膜”に着目し，最適な条件の探索を検討

した．また，モデルケースとして，アプタマーを受容体とし

たコルチゾールの検出を行った． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ処理装置、高性能半導体デバイス・ アナライザ 

【実験方法】 

プラズマ処理を施したFETバイオセンサのゲート表面に

対 し て ， 任 意 の 濃 度 ・ 反 応 時 間 で APS

（Aminopropylsilan）膜を修飾した．その後，架橋剤を

修飾し，アプタマーを固定化した。作製したFETバイオセ

ンサは AFM を用いて表面形態の評価を行った。また、コ

ルチゾール滴下前後における半導体特性を取得すること

で、コルチゾールの検出を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

任意の濃度・反応時間で修飾したAPS膜表面をAFM

により評価した。その結果、濃度及び反応時間の増加に

伴い，表面粗さの増加が確認された（Fig.1） 

 

Fig.1 AFM image of the FET gate surface of the 

APS film (Left figure → Right figure: Increase in 

concentration and reaction time). 

次に，各成膜条件で作製したアプタマー固定化FETを

用いて，コルチゾール添加前後における半導体特性を取

得した。その結果，コルチゾール検出由来の閾値電圧シ

フトが確認された（Fig.2）． 

 

Fig. 2 Threshold voltage shift derived from cortisol 

detection (left figure → right figure: concentration 

/ reaction time increase). 
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・関連論文 

1)H. Hayashi et al., Electrochemistry, in press. 

2)S. Kuroiwa et al., Chemistry Letters, in press. 

・COI-S（JST）「さりげないセンシングと日常人間ドックで

実現する自助と共助の社会創生拠点」 
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